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COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)
SYMBOL MIMN NOM MAX
A 0.80 0.85 0.90
Al 0.00 0.02 0.05
A3 0.203REF
b 0.20 0.25 0.30
D 1.95 2.00 2.05
E 1.85 2.00 2.05
D1 0.75 0.80 0.85
E1 1.55 1.60 1.65
e 0.40 0.50 0.60
C el 1.40 1.50 1.60
H 0.20REF
K 0.20 0.30 0.40
SIDE_VIEW L 0.25 0.30 0.35

10



	特征
	应用
	描述
	引脚配置
	绝对最大额定值
	建议工作条件
	ESD额定值
	电学特性
	典型特性
	功能描述和应用实现
	整体描述
	制作工艺
	特性描述
	使用信息
	典型应用

	封装外形图

